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近年、イオン液体をゲート絶縁体に用いた電気二重層トランジスタ（EDLT）を用い、広範囲フ

ィリング制御により電子相転移を誘起する相転移トランジスタが注目されており、無機結晶界面

では電場誘起超伝導転移が報告されている。 

今回、我々は EMIM-TFSI 中に PMMA を質量比 15%溶解させて作製した高粘性イオン液体を用

い、電荷秩序絶縁体’-(BEDT-TTF)2IBr2 あるいはモット絶縁体-(BEDT-TTF)2Ag2(CN)3を活性層と

したイオン液体トランジスタを作製し、ゲート電圧下でのドレイン電流測定を行った。Fig. 1 に示

すようにデバイスは金線でゲート電極を、結晶表面に金線・導電性ペーストでソース(S)、ドレイ

ン(D)電極を作製し、ソースドレイン電極表面をシリコーンで

保護したのち、イオン液体に浸して測定した。ゲート電圧は，

240K 付近で印加し、そのまま冷却した。 

’-(BEDT-TTF)2IBr2についての結果を Fig. 2 に示す。電荷秩

序転移温度 200K以下で電界効果ドーピングによる n型の電

流増幅を確認した。増幅率は最大で約 5 倍ほどであっ

た。電荷面密度は、キャパシタンスの測定からは最

大電圧で電荷面密度 1014/cm2 程度であり、

BEDT-TTF分子あたり20%程度の表面ドーピング密

度に相当する。電界効果により活性化エネルギーは

0.15eV から 0.13eV に低下した。 

一方、κ-(BEDT-TTF)2Ag2(CN)3 についても、低温

で n 型増幅を確認した。この場合、電界効果による

活性化エネルギーの変化は、0.045 eV から 0.024eV

と半分程度になり、電荷秩序絶縁体の場合よりも大

きな変化が得られた。モット絶縁体の場合は、フィ

リングが half-filled からずれることによる効果が大

きいことを反映している。 

Fig. 1. Structure of the transistor device

Fig. 2. Temperature dependence of the drain

current for an ’-(BEDT-TTF)2IBr2 device 
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